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【はじめに】 短波長赤外領域(0.9~2.5µm)における光検出器は環境モニタリングやナイトビ

ジョン、車載、生体調査などの様々な利用が注目されている。我々は n型 Mg2Si基板上に不

純物として Ag を熱拡散することで基板内に p 型 Mg2Si を形成し、カットオフ波長 2μm の

pn接合フォトダイオード(PD)を作製することに成功している[1-3]。Mg2Siは InGaAsに比べ

ると吸収係数が低いため、高い受光感度を得るには pin構造などにより光吸収層を厚くする

必要がある。前回、我々は OCVD法を用いて pn接合 Mg2Siフォトダイオードの少数キャリ

アライフタイムが評価できることを報告した[4]。今回、ライフタイムとともにキャリア拡

散長の温度依存性とその影響を評価したので報告する。 

【実験方法】基板はキャリア濃度~1015 cm-3の n型 Mg2Si結晶から準備した。鏡面研磨後の

基板上にメタルマスクで直径 D = 0.3–0.8 mmの Ag拡散源とし、Auを電極保護膜として真

空蒸着し、450℃で 10 分間の熱拡散を行い、円板状電極を有する pn 接合 PD を作製した。

OCVD 測定は 300K から 77K の範囲での電圧減衰波形を観測し、その減衰の傾きより少数

キャリアライフタイムを算出、移動度[5]を元に正孔の拡散長を求め、評価した。 

【結果と考察】図 1 は OCVD 法により得られた正孔のライフタイムと拡散長の温度依存性

を示している。得られた結果より、約 140Kまでの温度では温度が低下するとともにライフ

タイムの増加が見られたが 140K より温度が低下するとライフタイムも低下することが確

認できた。これに伴い拡散長も 300K で 5.6μm であった値が 140K で 45.6μm まで増加して

いた。さらに 140K 以下の温度では、拡散長も低下していた。これより 140K までの温度の

低下に伴い、空乏層と拡散長を合わせた光吸収層が増加できていることがわかる。これは過

去に報告されている Mg2Si-PD の受光感度の温度依存性で 150K での感度が最大になり、そ

れ以下での低温では減少している結果[6]とほぼ一致する。このことから、Mg2Si-PDの受光

感度の温度依存性は拡散長の温度依存性の影響を強く受けていると考えられる。 
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図 1. ライフタイムと拡散長の温度依存性 
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